Генерация терагерцевого излучения в фотопроводящем слое [image: image2.png]In,_,GaAs
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Способность терагерцевого излучения проходить через непроводящие материалы является привлекательным для использования его в медицине и сфере безопасности. Использование узкозонных полупроводников (таких как x, c мольной долей x≤0,47) позволило бы создать наиболее дешевые  и стабильные источники терагерцевого излучения.[1] Подобные полупроводниковые материалы выращиваются методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложке из арсенида галлия, ввиду схожести кристаллической решетки. Для того, чтобы увеличить качество фотопроводящего слоя и снизить механическое напряжения, на границе раздела [image: image4.png]GaAs



 и [image: image6.png]In,_ GaAs



 создается так называемый метаморфный буферный слой. [2] Этот слой служит для того чтобы убрать механические напряжения между фотопроводящем слоем и подложкой, связанные с несоответствием постоянных решетки.
В качестве исследуемых объектов были выбраны образцы [image: image8.png]Ing . GaAs



 и [image: image10.png]Ing .3 GaAs



 на подложках из арсенида галлия с метаморфным буфферным слоем [image: image12.png]In_Al,__ As



, где 0.3≤ x≤0,5. Образцы исследовались при помощи методики терагерцевой спектроскопии временного разрешения. В качестве генератора терагерцевого излучения использовались образцы, в качестве детектора использовался кристалл ZnTe. Терагерцевую эмиссию инициировал фемтосекундный Ti:sapphire лазер с длительностью импульса 100 фс на длинне волны 800 нм.

Были получены временные зависимости изменения интенсивности терагерцевого излучения от времени. Продемонстрировано увеличение эффективности генерации в фотопроводящем слое [image: image14.png]Ing .3 GaAs



  по отношению к [image: image16.png]Ing . GaAs



. В заключении стоит сказать, что снижение мольной доли в [image: image18.png]In,_ GaAs



 приводит к повышению эффективности генерации терагерцевого излучение, что делает такие полупроводники при актуальными для создания на их основе терагерцевых антенн.
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